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省エネ効果の絶大なGaNパワーデバイスの実用化には、指定された領域にMgイオンを注入しp型GaNを形成する必要がありま
す。その実現には、イオン注入により導入される非輻射再結合中心（NRC）の起源を明らかにし濃度を低減する必要があります。
我々は、p型GaN中の主要なNRCがVGa(VN)2ないしはVGa(VN)3（Ga空孔,N空孔のクラスタ）であることを明らかにし、その電子捕獲断
面積（10-13 cm2台半ば）が、n型GaN中の主要なNRC（VGaVN複空孔）の正孔捕獲断面積（710-14 cm2）よりも大きいことを明らかに
しました。空孔クラスター濃度の低減手法開発に期待がかかります。
To form p-GaN segments by Mg ion-implantation for fabricating GaN power-switching devices, understanding of the origin and
properties of nonradiative recombination centers (NRCs) are essential to decrease their concentrations. We revealed the origin of
the major NRCs in p-GaN to vacancy clusters like VGa(VN)2 or VGa(VN)3, and also determined their electron capture-cross-section at
the middle of 10-13 cm2. It is larger than the hole capture-cross-section (710-14 cm2) for those in n-type GaN (i.e., VGaVN).
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エピタキシャル成長Mg添加GaNの主要な非輻射再結合中心が有する巨大な電子捕獲断面積
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